@ bundesrepublik' (g) Qffenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND ^Qg 4302342 A1 



g) lnt.CI.»: 0~V 

G01R33i$67 




pEUTSpHES 
PATENTAMT 



@ Aktenzeiehen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offentegungstag: 



P 43 02 342.8 

28. 1.93 

29. 7.93 



9 

CO 
CM 



@ Innere PriorltSt: @ ® @ 
28.01.92 DE 4202268.1 

@ Anmelder: 

EL-MOS Eieiaronik in MOS-Technologie GmbH, 4600 
Dortmund. DE 

(g) Vertreter: 

von Kreisler, A.. Dipl.-Chem.; Setting, G.. DipL-lng.; 
Wemer. H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Fues. J.. 
DipL-Chem. Dr.rer.nat.; Bockmann gen. Dallmeyer. 

G. , Dipl.-lng.; Hilleringmann, J.. Dipl.-ing.; Jonsson. 

H. . DipL-Chem. Dr.rer.nat.; Meyers. H.. DipL*Chem. 
Dr.rer.nat.. Pat-Anwalte. 5000 Koin 



(§) Erfinden 

Antrag atif Nichtnennung 



@ Verfahren und Vorrichtung zur Offset-kompensierten Magnetfeldmessung mittels eines Hallelements 



I Bei dem Verfahren bzw. der Vorrichtung zur Offset-kom- 
pensierten Magnetfefdmessung wird ein Hallelement in einer 
ersten Me&phase an seinen Versorgungsanschlussen mit 
einer Versprgungsspannung versorgt. wobei as an seinen 
Meft- Oder Fuhlanschlussen eine erste Meftspannung liefert. 
wahrend das Hallelement in einer zwetten MeBphase umge- 
kehrt betrieben wird und an seinen MeBanschlussen mit der 
Versorgungsspannung versorgt wird. wobei es an seinen 
Versorgungsanschlussen eine zwette Me&spannung liefert. 
Je nachdem. ob die Ausrichtung der Richtungsvektoren des 
Magnetfeldes. des Betriebsstromes und der Hallspannung 
relativ zueinander zwischen den beiden MeBphasen veran* 
dert worden ist oder gleich geblieben ist, warden die beiden 
Meftspannungen subtra hte'it bzwjijjiert. um eine Ergabnis- 
spannung zu berechnen. die ein Qffset-freies Ma& fur das zu 
messende Magnetfeid ist Die Summon- bzw.HDifferenzbil- 
dung erfolgt bei nicht-symmetrischem Hallelennent nach 
vorheriger Wichtung der Meftspannungen mittels VS^ch- 
tungsfaktoren. 
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Beschretbung 

Die Erfindung betrifft cm Verfahren und cine Vorrichtung zur Offset-kompensierten Magnetfeldmessung 
mitteb eines Hallelements. 

5 In Rg. 1 ist cin Magnetfeldsensor in integrierter Technik mit Hallelement 1, Speiseschaltung 3 und Auswerte- 
elektronik 5 entsprechend dem Stand der Technik schemadsch dargestellt 

Bin Hallelement 1 wird von einer Speiseschaltung 3 mit Strom Is versorgt Durch den senkrechten Anteil des 
durch das Hallelement 1 durchtretenden Magnetfeldes wird an den FOhlausgftngen B, B' eine PotentialdifTerenz 
Vh hervorgeruf en, die durch die Auswerteelektronik 5 verarbeitet wird und an deren Signalausgang 8 zu einem 
to magnetfeldabhangigen Signal fflhrt (z. R logisches Schaltsignal oder magnetfeldproportionale Spannung> Der 
Nachteil dieser Anordnung ist. daB das Hallelement 1 auch bei NuU-Magnetfeld eine durch verschiedene 
EinflQsse auf das Hallelement 1 hervorgerufene Potentialdifferenz an seinen Ausgangs-(Fahl-)anschl{issen auf- 
weist. tm folgenden ais Hallelement-Offset bezeichnet. Diese Potentialdifferenz kann am Signalausgang 8 aber 
nur dann ab FehlergrdBe interpretiert werden, wenn das Magnetfeld, also die zu detektierende Gr6Be, gleich 
.15 Null Oder bekannt ist. 

EinfluBgrdBen, die z. B. zu einem Offset bei integrierten HaUelementen f Ohren. sind: 

— Inhomogenit&ten des Materials des Hallelementeis, 

— Abbildungsverzerrungen von der Konstruktionszeichnung zum f ertigen Hallelement 

20 — "mechanischer StreB" auf das Hallelement, d. h. mechanische Spannungen im Chip, welche die Eigen* 

schaften des Materials des Hallelements vertodem; einzekie Druckpunkte auf das Hallelement, die durch 
' die K6mer des FaUstoff es der PlasukpreBmasse des IC-Geh§uses verursacht werden. 

WsLhrend die beiden erstgenannten EinflufigrdBen durch gute ProzeBbeherrschung bei der IC-Herstellung 
25 positiv beeinfluBt werden kdnnen, sind zur Verringerung des dritten genannten Einflusses bisher zwei wesentli- 
che Verfahren praktiziert worden: 

1. Parallelschaltung von 2 oder 4 Hallelementen jewei ls um 90** zueinan deiiggdreht. wobei die Stromdurch- 
flufirichtung (Strecke zwischen Anschlussen A, A') benachbmer Hallejeme^ gedreht ist (s. Fig. 2% 

30 tmd Anordnung dieser HaUelemente in Chipmitte, womit der EinfluB von synunetrischen mechanischen 

Spannungen im Chip minimiert und der EinfluB durch einzelne Druckpunkte auf die HaUelemente etwas 
reduziert werden kdnnen. 

2. Verwendung von speziellen "streBarmen*". d. h. atif das Hallelement nur geringe mechanische Spannungen 
ausBbenden, Geh&usetechnologien. 

35 3. Abgleich des Halbensors durch EinprSgung einer gezielten dem Hallelement-Offset entgegen gerichteten 

Off setspannung in die Auswerteeinheit 

Die genannten Verfahren wiricen sich in jedem Fall kostenerhdhend fur die IC-Herstellung oder Anwendung 

aus. 

40 Der erfmdungsgemaBen Losung liegt insbesondere die Aufgabe zugnmde, den Hallelement-Offset auf rein 
elektronischem Wege chipintem zu kompensieren, um damit auf kostenerhohende technologische Verfahren 
Oder MaBnahmen verzichten zu kdnnen. 

Zur L5sung dieser Aufgabe werden ein Verfahren mit den Verfahrensschritten gem^ Anspruch 1 und eine 
Vorrichtung mit den Merkmalen gem&B Anspruch 4 vorgeschlagen; vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 

* 45 sind jeweils durch die in den UnteransprOchen angegebenen Merkmale gekennzeichnet 

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, daB die Hallspannung Vhb (magnetisch beeinfluBter Anteil der 
Potentialdifferenz Vh) senkrecht sowohl zu der Speisestromrichtung, als auch zu dem einwirkenden Magnetf eld 
entsteht, w&hrend der Hallelement-Offset Vho (Offsetanteil der Potentialdifferenz Vh) durch drtlich fixierte, 
z. B. streBbedingte Inhomogenititen in dem Hallelement bedingt ist. 

50 Dreht man also die Stromspeiseanschlusse und die FuhlanschlHsse so, daB der Richtungszusammenhang 
zwischen der magnetischen Feldstarke Bz. dem Speisestrom Isup bzw. der Speise- oder Versorgimgsspannung 
Vsup und der Hallspannung Vhb gem&B Fig. 3a und 3b erhalten bieibt, so bleibt das Vorzeichen von Vhb. dL h. 
dem auf den Hall-Effekt zurilckzufOhrenden Ausgangsspannungsanteil, erhalten, wlhrend es bei Vna d. h. dem 
auf den Offset zunickzufBhrenden Spannungsanteil, wechselL Nach der Erfindung werden also das der Span- 

55 nungsversorgimg dienende AnschluBpaar und das dem MeBspannungsabgriff dienende AnschluBpaar des Hall- 
elements "um einen AnschluB", dh. imi 90**, gedreht, so daB das Hallelement einmal bei Normalbeschaltung 
(Versorgungsspannung an Versorgungsanschlussen und MeBspannung an FQhlanschlQssen) und einmal bei 
Inverse!^ Beschaltung (Versorgungsspannung an FQhlanschlussen und MeBspannung an Versorgungsanschlus- 
sen) betrieben wird. 

60 Es gelten folgende Beziehungen: 

Vhi - Vhbi + Vhoi 

- ^HBzRSqlsUPl + V'HOVsUPllsUPl 0) 

65 und 

Vh2 - VhB2 — Vh02 

- Bz RSq ISUP2 — V'hO VsUPl ISUP2 (2) 



2 



DE 43 02 342 Al 



mit 

|i H HaUempfindfidikeit des Halblritermaterials 

Bz — Magnetf eldst&rke senkrecht durch das Hallelement 

Rsq — Schiditwiderstand des Halbleitermaterials des Hallelements 

Isupit IsuP2 — SpeisestrOme in den beiden Betriebsfailen 

VhoV— auf den Schichtwiderstand und Speisestrom bezogene Hallelement-Offsetspannung (diese noraueite 
Cr6Be wird wegen des aUgemeinhin anzutreffenden unsymmetxischen Aufbaus eines Hallelementes bra6tigt» 
um ~ dennoch — in den beiden Betriebszitstftnden* n&miidi bei Speisung Qber SpeiseanschlQsse und Spannungs- 
abgnff Qber FQhlanschlQsse sowie bei Speisung fiber FQhlanschlQsse und Spannungsabgrif f Qber SpeiseansdilOs* 
se, die Of f set-Anteile miteinander vergleidien zu kOnnen) 
Vhoi> Vh02 — Hallelement-Off set in beiden BetriebsfiUIen 

Vhbi. Vhb2 — magnetisch beeinflufiter Anteil der Potentialdifferenz Vh in beiden Betriebsf&Uen 
Vhu Vh2 — Potentialdifferenz in beiden BetriebsfflUen 
Vsupi» VsuP2 * Betriebsspannung in bekien Betriebsf flUen. 

Die gemessene Spannung (MeBspannungX die an den FOhl- bzw. MeBanschlQssen des Hallelements abgegrif* 
fen wird, wenn das Hallelement von einem Magnetf eld durchsetzt ist und an seinen Speise* oder Versorgungsan- 
schlQssen mit einer Speise- bzw. Versorgungsspannung beaufschlagt ist setzt sich also zusanmien aus einem auf 
den Halleffekt zurOckzufOhrenden HaUspannungsantdl Vhb und einen auf (fie oben genannten EinfluBgr6Ben» 
insbesondere auf auf das Hallelement wiricende medianische Spannungen zurQckzufQhrenden Offset-Span- 
nungsteil Vhq. Veruuschen der Versorgimgs- und MeBanschlQsse gegeneinander unter Beibehaltung der 
Relativ-Ausrichtung von Versorgungsspannung und Magnetfeld §ndert sich die Polaritiftt des Hallspannungsan- 
teils gegenOber dem Offset-Spannungsanteil im Vergleich zu den Polaritdten dieser beiden Spannungsanteile 
vor dem Vertauschen der AnschlQsse. Wihrend die Richtung des Hallspannungsanteils relativ zur Richtung der 
Versorgungsspannung gleich bleibt, vertadert sich die Richtung des Offset-Spannungsanteils in Relation zur 
Versorgungsspannungsriditung, wenn Versorgungs- und MeBanschlQsse gegeneinander vertauscht werden. 
Durch Addition der beiden gelieferten MeBspannungen^rgibt »ch also ein Offset-kompensierter Spannungs- 
wert. Bei nicht-symmetrischem Hallelement sind die Hallspannungsanteile der beiden MeBspannungen und die 
Offset-Spannungsanteile der beiden MeBspannungen betragsmdBig nicht gleich, so daB die Addition gewichtet 
zu erfolgen haL Ist der Richtungszusanunenhang von Magnetfeld und Versorgungsspannung (und Hallspan- 
ntmgsanteil) in den beiden MeBphasen nicht gleich, muB anstelle einer (gewichteten) Addition eine (gewichtete) 
Subtraktion erfolgen. 

Werden die in beiden Betriebsfillen erhaltenen Ausgangsspannungen gewichtet addiert, so ergibt sich 
VH-aVHi + bVm (3) 

W&hlt man a und b entsprechend 
a/b « Isupz/Isupi und 
Vsupi — VsuP2 » Vsup (4) 
so wird 

Vh - a jiH Bz Rsq Isupi + b jih Bz Rsq Isup2 

- |tH Bz Rsq (a Isupi + b IsuP2) (5) 

und somit ist in Vh kein Hallelement-Offset mehr enthalten. 

In dem Falle, daB bei der Drehung der Speisespannung die FOhianschlOsse vertauscht werden, also der 
Richtungszusammenhang zwischen der magnetischen Feldst§rke Bz. dem Speisestrom IsuP und der Halispan- 
nung Vhb nicht erhalten bleibt, andert der magnetisch beeinfluBte Anteil das Vorzeichen, wthrend der Off setan- 
teil es beibehilL 

Die Gleichung (2) wird damit zu 

Vh2 — — ViiB2 + Vho2 

- JiH Bz Rsq ISUP2 + Vho' VsuP2 IsUP2 (6) 

FQr die Eliminierung des Offsetanteils ist hier gewichtet zu subtrahieren: 
VH-aVHi-bVm (7) 

. Mit der Voraussetzung gem^B Gleichung (4) erhUt man entsprechend: 

Vh — aixnBzRsqlsupi + b jih Bz Rsq Isupz 

- W Bz Rsq (a Isupi + b Isup2) (8) 

Der dargelegte Sachverhalt zur Eliminierung des Hallelement-Offset bei einer Magnetfeldauswertung ist 
schaltungstechnisch mit gut bekannten Mitteln leicht zu implementieren. Es werden zeitiich nacheinander zwei 
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Messungen durchgefOhrt wobei die Richtung des Betriebsstroms so gedreht wird» daB Speise- und FflhlanschlQs- 
se gegeneinander getauscht werden. Beide MeBergebnisse werden gemftB Gleichung (4) bzw. (8) defmiert 
gewic^tet addiert oder subtrahiert, und zwar davon abbftngi^ ob der Richtungszusammenhang zwischen der 
magnetischen Feldst&rke Bz» dem Speisestrom Isup und der Hattspannung Vhe bei Drehung der Speiserichtung 

5 durch VerUttschen der FOhlanschlflsse gegen die SpeiseansdUQsse beibehalten bleibt oder nidiL EXe Wichtung, 
d h. die EtnfQhning der obigen M^chtungsfaktoren a und h. ist wegen der Unsymmetrie zwischen FOhl- und 
SpeiseanschlQssen von bisher Qblicherweise verwendeten HaUelementen erforderKch. 

Wird nun hoch das Hallelement derart konstniiert, daB FOhl* und SpeiseanschlQsse gleichartig und symme- 
trisch zur X- und Y- Achse sindL so sind bei Vsupi » VsuP2 » Vsup auch die Speisestr6me Isupi * IsuP2 — Isup 

10 und es kann a - b • 1 gewfthlt werden. d. h. die Wichtung kann entfallen» wodurch die MeBauswertung noch 
vereinfachtwird: 

VH-2»iH,BzRsqIsup (9) 

15 Normalerweise haben Hallelemente einen nicht symmetrischen Aufbau. was die Flachenausdehnung und die 
Elektrodenausbildung an den Speise- und FQhlanschlQssen betrifft Herk6mmiiche Hallelemente sind rechteckig 
und mit unterschiedlich langen RSndem versehen. Dabei erstrecken sich die Elektroden fOr die SpeiseanschlQsse ' 
aber die gesamte Unge der betreffenden Rinder, urn einen mdglichst gleichmflBigen StromdurchfluB durch das 
Hallelement Qber deren gesamte Breite zu erzielen. Die Elektroden fOr die FOhlanschlflsse sind in der Mitte der 

20 rechtwinkiig zu den SpetseanschluB-Elektroden verlaufenden Randem angeordnet Bin symmetrischer Aufbau 
eines Hallelements wOrde es aber erforderlich machen, die Elektroden fOr die FQhlanschlQsse ebenfaUs Ober die 
gesamte Lange der betreffenden R&nder vorzusehen» damit auch bei Speisung das Hallelement Qber die FQhlan- 
schlQsse ein gleichmSBiger StromdurdifluB Qber das gesamte Hallelement erdelt werden kann. Allerdings 
f Qhren derartige FQhlansdiluB- bzw. SpeiseanschluB-Elektroden zu einer Verzemmg des elektrischen Feldes, da 

25 die Leitfahigkeit des Hallelementes an den RSndem dtirch die jeweik als FOhlansdiluB-Elektroden dienendeo 
Elektroden drtlich vertndert ist. Vorzugsweise ist das Hallelement zur Schaffung eines symmetrischen Aufbaus 
auf. Wahrend im erstgenannten Fall die Elektroden an den vier Rlndem der sich kreuzenden Streifen der 
Kreuzform angeordnet sind, wird, man bei achteckiger Ausgestaltimg des Hallelements dessen Elektroden an 
den sich paarweise gegenuberliegehden zueinander parallelen und um 90** gegeneinander versetzten Randab- 

30 schnitten vorsehen. 

Das erfindungsgemiBe MeBprinzip bringt entscheidende Vorteile mit sich» was die Verbesserung der Ausbeu- 
te chipintegrierter Hallsensoren bzw. -generatoren betrifft. Wenn man berOcksichtigt, daB bisher selbst bei 
Verwendung bestgeeigneter PreBmassen f Or das IC-GehSuse, die lediglich extrem geringe mechanische Bean- 
spruchungen des IC erzeugen. die Ausbeute hach Montage ca. 50% bis 70% betr^gt, so laBt sich diese Ausbeute 
35 durch das neue MeB- und Auswerteprinzip auf Werte nahe an 100% erhdhen, da mechanisch bedingte Hallele- 
ment-Offsetspannung meBtechnisch kompensiert werden. 

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung nlher erlSutert. Im einzelnen zeigen: 
Fig. 1 die herkdmmliche Beschaltung eines Hallelementes als Magnetfeldsensor in Blockschaltbildform, 
Fig. 2 eine bisher gebrauchliche chipintegrierte Konfiguration aus vier herkdmmlichen HaUelementen zur 
40 Reduktion von Halleiement-Offset infolge von mechanischer Beanspruchung des Chip durch das IC*Gehduse, 
Fig. 3 die beiden AnschluBmdglichkeiten eines Hallelementes zur Kompensation von dessen Offset, 
Fig. 4 eine Hallelement-Layout in CMOS-Technologie in symmetrischer Ausf Qhrung bezuglich Speise- und 
FQhlanschlQssen und 

Fig. 5 die Beschaltung des in Fig. 4 dargestellten Hallelements zur DurchfQhrung des MeBprinzips zwecks 

45 Elimination des Hallelement-Offset. 

Fig. 3a und 3b zeigen die beiden ''Betriebsfalle'' eines handelsublichen Hallelementes. Zur Kompensation des 
Offset des Hallelementes werden die Speise- und Fuhlanschlusse gegjsneinander vertauscht. Wahrend in der 
einen Betriebsart (Fig. 3a) die Speise- oder Versorgungsspannung 3es Hallelementes an den Anschlussen A, A' 
angelegt ist und die durch den Halleffekt erzeugte Spannung an den Ausgangs-(Fuhl-)Anschlussen B, B' abge- 

50 griffen wird, sind die Verhaltnisse im zweiten Betriebsfall {Fig. 3b) genau umgekehrt Hier wird die Versorgimgs- 
spannung an <len Anschlussen B» B' angelegt, w^end die vom Hallelement H bei dessen Aussetzung in einem 
Magnetfeld mit dem magnetischen FIuB Bz senkrecht zum Hallelement H erzeugte Hallspannung an den 
AnschlQssen A, A' abgegriff en wird. 
Fig. 4 zeigt ein AusfOhrungsbeispiel fQr das Layout eines Hallelementes in CMOS-Technologie in symme- 

55 trischer Ausfuhrung bezuglich simtlicher vier Anschlusse A, B, A\ B'. Mit 1 ist der N-Bereich bezeichnet, 
wahrend sich bei 2 die aktiven Bereiche (N'*"-dotiert) finden. Die Metall-Leiterbahnen sind mit 3 bezeichnet, 
wahrend die Kontaktfiachen das Bezugszeichen 4 aufweisen. 

Fig. 5 zeigt die Beschaltung des Hallelements gemaB Fig. 4. Die sich jeweils gegenQberliegenden AnschlQsse 
sinHm Fig. 5 mit 10, 10' bzw. 11, 11' bezeichneL Mit jedem der Anschlusse sind steuerbare elektronische Um- 

60 Oder Wechselschalter 2 verbunden. wobei die beiden Anschlusse lO', 11' mit den beiden Polen eines gemeinsa- 
men Umschalters 2, die beiden AnschlQsse 11'. 10 mit den beiden Polen eines gcfmeinsamen Umschalters Z die 
beiden Anschlusse 10, 11 mit den beiden Polen eines weiteren Umschalters 2 und schlieBIich die beiden 
AnschlQsse 1 1, 10* mit den beiden Polen eines letzten Umschalters 2 verbunden sind Die dritten Pole samtlicher 
Umschalter 2 sind mit der Stromversorgung 3 fur das Hallelement bzw. mit der Auswerteelektronik 5 verbun- 

65 den, die das am Hallelement erzeugte Ausgangssignal aufnimmL Ober eine Steuerschaltung 4 werden samtliche 
Umschalter 2 gesteuert, indem an die Umschalter 2 eine entsprechende Steuerspannung angelegt wird. Jeder 
Umschalter 2 kann zwei Schaltzustande annehmen, wobei samtliche Umschalter 2 stets gleichzeitig umgeschal- 
tet werden. In dem ersten Schaltnistand der Umschalter 2 sind die AnschlQsse 1 1, 1 1' des Hallelementes mil der 
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Venorgungsspannung bzw. Masse verbunden, w&hrend die AnschiOsse 10» W des Hallelementes mit der 
AtaESveiteelektronik verbunden sind. In diesem Schaltzustand wird also die Hallelement-Versorgiingsspannung 
fiber die AnschlQsse 11, 11' angelegt und das Hailelement-Ausgangssignal an den Anschlflssen 10» W abgegrif- 
fen. fan zweiten Schaltzustand der Umschalter 2 sind die AnschlQsse 10, 10" mit Masse bzw. der Versorgungs- 
spastung verbunden, wShrend die AnschlQsse 11, 11' des Hallelementes mit der Auswerteelektronik 5 verbun- 
den sind. Durch die vier gemftB Hg. 5 mit den vier AnschlQssen des Hallelementes verbundenen Umschalter 2 
l&Btsich das Hallelement abwechselnd normal tmd invers betreiben. Die vier Umschalter 2 werden gleichzeitig 
van einem zwei Zustftnde annehmenden Steuersignal tmigeschaltet Am Ausgang S der Auswerteelektronik liegt 
sd&Blich das offsetbereinigte MeBsignal an. 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur Offset*kompensierten Magnetfeklmessung mittels eines^zwei Vcfrsorgungs- und zwei 
MeBamcfalOsse aufweisenden Hallelements, das in dneni Magnetf eU bei Bdniifs^agun^^ mit einer Versor- 
gungsspannimg eine Ausgangsspannung liefert* die einen durch den Halleffekt hervorgerufenen Hallspan- 
nungsanteil und einen Off set-Spannungsanteil aufweist, bei dem 

^ in einer ersten-MeQpha^p an die VersorgungsanschlQsse des Hallelements eine Versorgungsspan- 
nung angelegt und an den MeBanschlQssen des Hallelements eine erste MeBsp anmmg^abgegriffen wird, 

— in eine r zweiten MeBphase an die MeBanschlQsse des Hallelements die^Versorgtmgsspannung 
angelegt und an den VersorgungsanschlQssen des Hallelements eine zweite MeBspannung abgegriffen 
wird, und 

— die mit einem ersten Wichttmgsfaktor gewichtete erste MeBspannung und die mit einem zweiten 
Widitungsfaktor gewichtete zweite MeBspannung 

— addiert werden, wenn die Richtungen von Versorgungsspannimg, Magnetfeld und Hallspan- 
nungsanteii relativ zueinander zwischen der ersten und der zweiten MeBphase unvertedert ge- 
blieben ist, 

— Oder subtrahiert werden, wenn sich die Richtungen von Versorgungsspanniing, Magnetfeld und 
HallspannungsanteO relativ zueinander zwisdien der ersten tmd der zweiten MeBphase verSndert 
haben, und 

— wobei die Ergebnis-Spannung ein Offset-kompensiertes MaB fOr das zu messende Magnetfeld ist 
imd fOr die beiden Wichtungsfaktoren gilt: 

a/b - (Isupi/lsuP2)(VsuPi/VsuP2X 

mit a und b als erste und zweite Wichtungsfaktoren und Isupu Isup2, Vsupi und VsuP2 als die in der 
ersten und der zweiten MeBphase das Hallelement durchflieBenden Versorgungsstrdme und an dem 
Hallelement anliegenden Versorgungsspannungea 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB im Wechsel mehrere erste und zweite MeBpha- 
sen durchgefuhrt werden, wobei die Wichtimg und Summen* und/oder Differenzbildung der ersten und 
zweiten MeBspannungen einer vorhergehenden ersten und einer vorhergehenden zweiten MeBphase wah- 
rend der unmittelbar n§chstfolgenden ersten und/oder zweiten MeBphase erfolgt. 

3L Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB ein bezQglich der Anordnung und 
Ausgestaltung der Versorgimgs- uiid der MeBanschlQsse symmetrisches Hallelement verwendet wird, 
wobei fOr den ersten und den zweiten Wichtungsfaktor gilt: 

a-b. 

4. Vorrichtung zur Offset-kompensierten Magnetfeldmessung, mit 

— einem einem Magnetfeld aussetzbaren HaUelement. das zwei VersorgungsanschlQsse tmd zwei 
MeBanschlQsse aufweist, wobei das Hallelement in einem Magnetfeld bei Beaufschlagung mit einer 
Versorgimgsspannung eine Ausgangsspannung iiefert, die einen durch den Halleffekt hervorgerufenen 
Hallspannungsanteil und einen Offset*Spannungsanteil aufweist, 

— einer mit den Versorgungs- und MeBanschlQssen elektrisch verbindbaren Steuer- und Auswerte- 
schaltung zur Speisung des Hallelements mit einer Versorgungsspannung und ztir Auswertung der von 
dem HaUelement gelieferten MeBspannungen, wobei die Steuer- und Auswerteschaltung 

— in einer ersten MeBphase an die VersorgungsanschlQsse des Hallelements eine Versorgungsspan- 
nung Iiefert und von den MeBanschlQssen des Hallelements eine erste MeBspannung empfSLngt, 

» in einer zweiten MeBphase an die MeBanschlQsse des Hallelements die Versorgimgsspannung Iiefert 
und von den VersorgungsanschlQssen des Hallelemenu eine zweite MeBspannung empf ingt und 

— die erste und die zweite MeBspannung in dem Fall, daB die Richtungen def Versorgungsspannung, 
des Magnetfelds und des Hallspannungsanteils relativ zueinander zwischen beiden MeBphasen gleich 
geblieben ist, gewichtet addiert und in dem Fall daB sich die Richtungen der Versorgungsspannung, des 
Magnetfeldes und des Hallspannungsanteils relativ zueinander zwischen den beiden MeBphasen ver- 
andert haben, gewichtet subtrahiert, wobei fQr die Wichtungsfaktoren der ersten und der zweiten 
MeBspannung gilt: 



a/b - (Isupi/IsuP2)(VsuPi/VsuP2X 



DE 43 02 342 Al 



xnit a und b als erste und zweite Wichtungsfaktoren und Isupi» IsuP2> Vsupi und Vsup2 als die in der 
ersten und der zweiten MeBphase das Hallelement durchflieBenden Versorgungsstrdme und an dem 
Hallelement anliegenden Versorgungsspannungen. 
5. Vorrichtung nacb Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dafi das Hallelement einen bezflglich zweier 
durch die Versorgungs- und die MeBanschlQsse verlaufender Synunetrieachsen synunetrischen Aufbau 
aufweist 
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